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* v modelu MOSFET se kromé elektrickych parametra
vyskytuji 1 parametry neelektrické, napr. rozmeérové:
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* v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznac¢nost definic
nékterych parametrt z hlediska zadavani hodnoty
na plochu, napr.

Rp = Rgyy Npp, Rg = Rgy Npg
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* v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznacénost definic
nékterych parametrt i z hlediska moznosti vypoéitat
elektrické parametry z technologickych, napr.
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* prahové napéti tranzistoru MOSFET je vyrazné
zavislé na napéti drain-source:

Vr =Vro —0ovpg +?’Es(3go —\/a) +Fn(8g% —(P)

\/ ¢ — Ugg pro vgg <0 (dioda bulk - source uzavirana)
5o =) \/va pro vgg =0 (dioda bulk - source otevirana)
1+-B5

. 29



* prahové napéti tranzistoru MOSFET je vyrazné
zavislé na napéti drain-source:

Vr =Vro —0ovpg +?’Es(3go —\/a) +Fn(8g% —(P)

\/ ¢ — Ugg pro vgg <0 (dioda bulk - source uzavirana)
5o =) \/5 pro vgg =0 (dioda bulk - source otevirana)
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* model tranzistoru MOSFET obsahuje podprahovy
rezim 1 pojem napéti, od néhoz je transkonduktance
povazovana za linearni:
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e vystupni charakteristiky tranzistoru MOSFET obsa-
huji linearni odporovou ¢éast
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e vystupni charakteristiky tranzistoru MOSFET obsa-
huji linearni odporovou ¢éast 1 typicky pruhyb v éasti
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* bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahuji
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* Mayertiv model hradlové

kapacity MOSFET:
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